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一般的なGaNパワーデバイスでは複雑なメサエッチングプロセスが必要だがイオン注入技術を

用いると平面内にデバイスを作製出来るためプロセスを簡素化出来る。縦型のパワーデバイス作

製も現在興味がもたれているところだが、イオン注入を用いた場合深い層へのドーピングが求め

られる。一般に GaN 基板を p 型化する場合 Mg 原子が用いられる。現在 Mg イオン注入による p

型化はイオン注入後の高温高圧アニールの手法が大変有望であるが、その他の方法では欠陥量が

多いことが知られている。我々は欠陥量を少なくする目的と深い層への注入を期待してチャネリ

ング現象を用いた Mg イオンの注入を試みている。 

 前回我々は 180 keV Mgを自立GaN基板に対し<0001>チャネリング入射条件で 1×1014 cm-2注入

した試料を SIMS, PL, 断面 CL, TEM で分析し、チャネリングシミュレーションの結果などを示し

た。チャネリング入射条件では効果的に深い層への注入が行われており、アニール前後で注入分

布に変化が無い事(図 1：前回からの修正図)や良

好な DAP 発光、TEM で大きな欠陥が見られな

いことなどを報告した[1]。 

今回我々は HVPE 成長させた高純度 GaN 基

板に対し<0001>チャネリング入射条件で 50, 80, 

120, 180 keV の Mg を 1×1014 cm-2イオン注入し

た試料と、180 keV Mg を 1×1015 cm-2 注入した

試料を用い SIMS 分析やシミュレーション解析

などを行った。結果 50 keV の低エネルギーで

も Mg が数μm の深さまでイオン注入されてい

る事が分かった。その他の詳細については当日

報告する。 

本研究は文部科学省「省エネルギー社会の実

現に資する次世代半導体研究開発」の委託を受

けてなされた。 
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Fig. 2 24Mg profiles obtained by SIMS analysis. 
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Fig. 1 24Mg profiles obtained by SIMS analysis. 
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